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１．概要（Summary） 

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム

（The Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals, GHS）」によれば、アルカ

リ現像液 水酸化テトラメチルアンモニウムの急性毒性は

小さいものの、弱い生態毒性を有することが近年の環境

適応型製造上欧州を中心に問題視されつつある。富山

県の農資源を出発原料として、EUV リソグラフィー用水塗

布・水現像ポジ型レジスト材料（TPU-WR2017）を合成し

た。大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点により、微細

加工のプロセス要素(電子線照射量・事前焼成処理・焼成

温度・焼成時間・現像時間・現像温度)について評価し

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置(ELS-100T) 

高精細電子線リソグラフィー装置(ELS-7700T) 

集束イオンビーム誘起化学蒸着装置（NVision 40D） 

【実験方法】 

昨年度はセルロースやグルコース等の農資源を出発原

料として、リソグラフィー用水塗布・水現像ネガ型レジスト

材料を提案してきた。今年度は非過食原料であるセルロ

ースを酵素による分解・分離・精製し、セルロースの水酸

基末端に EUV・電子線ポジ型官能基と溶解速度調整基

を反応させたセルロース誘導体を合成した。高精細電子

線リソグラフィー装置により電子線リソグラフィー加工

後、 (a) 線幅 75 nm ラインと(b) 直径 100 nmの穴パタ

ーンをNVision 40Dの電子顕微鏡にて観察した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本報告では、リソグラフィー用水塗布・水現像ポジ型レジ

スト材料（TPU-WR2017）をイソプロピルアルコールにより

現像した微細加工の結果をFig. 1に示す。非過食原料で

あるセルロース分子系は、電子線照射量 900 µC/cm2 に

おいて、100 nm 以下の解像性を示すポテンシャルを有

することが分かった。また、レジスト残差が多く、今後の課

題が抽出できた。 

 

(a)               (b) 

Fig. 1 SEM images of water-developable positive 

tone resist material TPU-WR2017; (a) line、(b)hole 

patterns 
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